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Bölüm 3.4. : FET Transistörlerin DC Kutuplanması 

Bölüm 3.4.1. : JFET Sabit-Biaslı Konfigürasyon 

Örnek: Şekil 3.14.’te verilen devre şemasını kullanarak şıklarda istenilen değerleri 

hesaplayınız. 

a) VGS 

b)ID 

c)VDS 

d)VD 

e)VG 

f)VS 

 

 

 

Şekil 3.14. İlgili Şekil 

 



Cevap: 

a) VGS = 2 V (FET’ler de geyt ile sors arasında akım akmaz) 

b) �� = ���� �1 − �	

��

�



= 10 �� �1 − �

���



= 5.625 �� 

c) VDS =VDD-IDRD=16-(5.625 mA)(2 kΩ)=4.75 V 

d) VD = VDS = 4.75 V 

e) VG = VGS = -2 V 

f) VS = 0 V 

 

 

 

 

 

 

 



Örnek: Şekil 3.15.’te verilen devrede VGS= -2.6 V olmak üzere şıklarda istenilen 

değerleri hesaplayınız. 

a)ID 

b)VDS 

c)VS 

d)VG 

e)VD 

 

 

 

Şekil 3.15. İlgili Şekil 

 

 

 

 



Cevap: 

a) �� = ���� �1 − �	

��

�



= 8 �� �1 − �
.�
�� �



= 2.6 �� 

b) VDS= VDD- ID(RS+RD)=20-(2.6 mA)(1 kΩ + 3.3 kΩ)=8.82 V 

c) VS= IDRS=(2.6 mA)(1 kΩ)=2.6 V 

d) VG=0 V 

e) VD= VDS+ VS=8.82+2.6=11.42 V 

 

 

 

 

 

 

 



Bölüm 3.4.2. : JFET Voltaj Bölücü-Biaslı Konfigürasyon 

Örnek: Şekil 3.16.’da verilen devrede ID değeri 2.4 mA olarak ölçülmüşse şıklarda 

istenilen değerleri hesaplayınız. 

 

a)VGS 

b)VD 

c)VS 

d)VDS 

e)VDG 

 

 

 

 

Şekil 3.16. İlgili Şekil 

 



a) �� = �����
�� ��

= !
"# $%&!'� �&

.' (% #.
" (% = 1.82 � 

VGS=VG-IDRS=1.82-(2.4 mA)(1.5 kΩ)=-1.8 V 

b) VD= VDD- IDRD=16-(2.4 mA)(2.4 kΩ)=10.24 V 

c) VS= IDRS=(2.4 mA)(1.5 kΩ)=3.6 V 

d) VDS= VD-VS=10.24-3.6=6.64 V 

e) VDG= VD- VG=10.24-1.82=8.42 V 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bölüm 3.4.3. : Depletion MOSFET Voltaj Bölücü-Biaslı 

Konfigürasyon 

Örnek: Şekil 3.17.’de verilen n-kanal Depletion MOSFET’te VGS=-4.3 V olarak 

ölçülmüşse ilgili devre şemasını kullanarak şıklarda verilen değerleri hesaplayınız. 

 

a) ID 

b) VD 

Cevap: 

a)VGS=- IDRS 

    -4.3=-ID(2400)→ ID=1.79 mA 

b) VGS=VDD- IDRD=20-(1.79 mA)(6.2 kΩ)=8.9 V 

Şekil 3.17. İlgili Şekil 

 



Bölüm 3.4.4. : Enhancement MOSFET’lerde Geri Besleme 

Biaslı Konfigürasyon 

Örnek: Şekil 3.18.’de verilen Enhancement MOSFET’te VGS=-4.3 V olarak ölçülmüşse 

ilgili devre şemasını kullanarak şıklarda verilen değerleri hesaplayınız. 

 

a) VGS=6 V iken ID=? 

b) ID=2.75 mA iken VD=? 

Cevap: 

a) ) = *�!+,&
!�	
!+,&��	
!-.&&� = � /0

!���1�&� = 0.24 × 10�1 �/�
 

�� = �� = )!��� − �5&
 = 0.24 × 10�1!6 − 3&


= 2.16 �� 

b) �� = ��� − ��7� = 12 − !2.75 ��&!2 )Ω& = 6.5 � 

 

Şekil 3.18. İlgili Şekil 



Bölüm 3.4.5. : Enhancement MOSFET’lerde Voltaj Bölücü 

Biaslı Konfigürasyon 

Örnek: Şekil 3.19.’da verilen Enhancement MOSFET’te VGS=12.5 V iken ilgili devre 

şemasını kullanarak şıklarda verilen değerleri hesaplayınız. 

 

a) ID 

b) VDS 

 

 

 

 

Şekil 3.19. İlgili Şekil 

Cevap: 



a) ) = *�!+,&
!�	
!+,&��	
!-.&&� = 1 /0

!'#��:�&� = 0.12 × 10�1 �/�
 

�� = �� = )!��� − �5&
 = 0.12 × 10�1!12.5 − 5&
=6.75 mA 

b) VDS=VDD-ID(RS+RD)=40 V-(6.75 mA)(0.82 kΩ+3 kΩ)=14.4 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


